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Dimensions In Millimeters(T0252-4)
Symbol: A A1 B B1 C C1 D E a d b
Min: 2.20 0.45 6.40 5.20 9.40 5.40 1.40 0 0.45 0.4
1.27BSC
Max: 2.40 0.55 6.80 5.50 10.2 5.80 1.77 0.15 0.60 0.6
TO263-5
B A
A1
-
O
o q
z :
H (m)
7 gl | o2
Dimensions In Millimeters(T0263-5)
Symbol: A A1 B C C1 D E a b
Min: 4.45 1.22 10 13.7 8.40 1.90 0 0.71
1.70BSC

Max: 4.62 1.32 10.4 14.6 8.90 2.10 0.20 0.97
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	客户在使用华冠半导体产品进行系统设计和整机制造时有责任遵守安全标准并采取安全措施。您将自行承担以下全
	华冠半导体产品未获得生命支持、军事、航空航天等领域应用之许可，华冠半导体将不承担产品在这些领域应用造
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